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DECOMPOSIC}AO TERMICA DE SULFETO DE ZINCO A OXIDO DE ZINCO: PROPRIEDADES
OPTICAS

Gabriela Zanotto Bosshard (Bolsista SAE/UNICAMP) e Prof. Dr. Fernando Aparecido Sigoli
(Orientador), Instituto de Quimica - 1Q, UNICAMP

A transferéncia de energia de semicondutores |I-VI para ions terras-raras tem sido alvo de muitas
pesquisas, sendo que o 6xido de zinco (ZnO) pode ser considerado um dos semicondutores mais
promissores, uma vez que possui gap largo absorvendo no ultra-violeta, com possibilidade de
transferéncia de energia aos ions terras-raras que emitem no visivel. Entretanto, ha grande
dificuldade de dopagem desse semicondutor por ions terras-raras trivalentes, devido ao seu
tamanho e carga. A expansao da rede do ZnO com calcogenetos, como o enxofre, pode ser um
campo promissor na viabilizagdo da dopagem deste semicondutor, visto que podera agregar as
propriedades fisicas e quimicas do ZnO a qualidade de emissdo dos ions terras-raras. A
decomposicao térmica do sulfeto de zinco (ZnS), um semicondutor de gap largo leva a obtencgéo
do ZnO, sendo que o controle da temperatura de decomposicdo pode levar a diferentes misturas
entre estes semicondutores. O objetivo deste trabalho é estudar a decomposicéo térmica do ZnS a
ZnO, sob diferentes temperaturas, sua influéncia no tamanho de cristalito (¢hkl), calculado pela lei
de Scherrer, nos parametros de rede, calculados através dos dados de difratometria de raios X,
nos valores de band gap do semicondutor, assim como nos espectros de emisséo e de excitacdo

desses semicondutores.
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